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摘 要

在AlGaInP/GaAs LED (Light Emitting Diode)磊晶片上以P型磊晶層製作壓阻式(piezoresistor)應力感測器，並且利用乾蝕刻法

將磊晶層製作成沿[110]及[ 10]方向的應力感測器，其電阻值分別約為40KΩ、140KΩ以及250KΩ三種，我們沿[110]方向

施加應力 並利用四點彎曲(Four-point bending )量測法觀測這些應力感測器在施加張應力(Tensile stress)及壓應力(Compressive

stress)時電阻值的變化，實驗結果顯示，在張應力的施加下，在[110]方向應力感測器之電阻值會隨著應力的增加而隨之變

大，其變化量有0.76%至1.54%的變化，在壓應力的施加下，應力感測器電阻值的變化是隨著應力的增加而下降，其電阻值

有-1.12%至-0.59%的變化。 我們將這些應力感測器用SMD(Surface mount device) LED 封裝方式封裝後，成功的推算出封裝

所造成 LED晶粒(Chip) 之壓應力。
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